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技術分析：OLED

OLED檢索

1. Answers.com: http://www.answers.com
2. 查詢結果：

• oled為有機發光二極體的縮寫，全稱為（Organic Light
Emitting Device, Organic Light Emitting Diode)

• 也可稱為Organic Electroluminescent (OEL)
• 成分包括a series of organic layers between two electrical

contacts (electrodes).
• OLED包括兩種，分別為small-molecular weight

organic materials (SM-OLEDs) 與polymer-based
materials (PLEDs, LEPs)。

3. 關鍵字彙整
– Oled or Organic Light Emitting Device or Organic Light

Emitting Diode or Organic Electrolumin* or OEL

OLED檢索（續）

4. 檢索字串：
• (oled* OR ^organic light emitting device^ OR

^organic light emitting diode^ OR (organic adj
electrolumin*) OR oel*).KEY.

• 檢索結果

OLED Clustering分析 Applicant
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OLED Clustering分析 Application Date OLED Patent Data Download

OLED PM Manager分析 OLED PM Manager分析

OLED PM Manager分析 OLED PM Manager分析
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企業分析：TSMC

TSMC分析

1. 台灣積體電路有限公司
Taiwan Semiconductor Manufacturing
Company, http://www.tsmc.com/

2. 產業定位
• 半導體產業之晶圓代工
• TSMC之五力分析

3. 專利調查與分析
• US Granted Patent
• Inventors and IPC

TSMC：http://www.tsmc.com/ TSMC產業定位

• 臺灣證券交易所之公開資訊觀測站
– http://newmops.tse.com.tw/

• 證券公司分析報告
– allintitle:“台積電” filetype:pdf site:fbs.com.tw

TSMC：公開資訊觀測站

http://newmops.tse.com.tw/

TSMC：股東會年報
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主要產品與營收 下游客戶

上游供應商 重要契約

重要契約（續） 子公司
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TSMC：證券公司分析報告

allintitle:“台積電" filetype:pdf site:fbs.com.tw

分析報告

allintitle:“台積電" filetype:pdf site:fbs.com.tw

Standardized Applicants’Name Code TSMC US Granted Patent Inventor

TSMC US Granted Patent IPC

專利分析流程
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專利分析流程

• Delphion, WIPS, TWPAT
• US, EP, PCT
• JP, KR, CN
• TW

1. 基本關鍵字擬定（研究者）
2. 同義字擴充（研究者）
3. 上位用語擴充（專利工程師）
4. 公司名稱合併（IT工程師）
5. 時間與技術分類限縮（專利檢索人員）

選擇資料庫
1

擬定關鍵字
2

閱讀與分析
3

•初步專利統計（專利檢索人員）
•專利閱讀技巧（研究者）
•專利申請範圍解構（專利工程師）

Delphion專利資料庫

http://www.delphion.com

Delphion- 1

• Title: TI
• Abstract: AB
• Assignee: PA
• Inventor: IN
• First Claim/Claims:

CLAIMS
• IPC Code: IC
• US Class Current : CNC
• US Class Original or

current: NC
• Text: TEXT
• Priority Country: CP

• Filed Date: AD
• Published Date: PD
• Priority Date: DP

• Maintenance Status Code:
STATUS

• Government Interest:
GOVERNMENT

• US References: USREFS

https://www.delphion.com/help/fields#ABBREVIATIONS

Delphion- 2

• Boolean Operators
• AND

– (Hewlett-Packard <in> PA)
AND (printer AND scanner)
<in> TI

• OR
– (Hewlett-Packard <in> PA)

AND (printer OR scanner)
<in> TI

• NOT
– (Hewlett-Packard <in> PA)

AND (printer NOT scanner)
<in> TI

• Keyword Operators
• <in>

– monoclonal <in> title
– monoclonal <in> TI
– monoclonal <in> ti

• Date Operators
• >= and <=

– (Canon <in> PA) AND (image
<in> TI) AND (PD>1988-12-
31 AND PD<1991-01-01)

• Other Operators
• <near> <near/1024>

– (coffee <near> filter) <in>
description

• <order><near>
– ((dog OR cat OR pet)

<order><near> (cage OR
carrier)) <in> description

• Wildcard Symbol
– ?: one character
– *: multiple characters

Delphion- 3

(printer OR scanner) <in> TIkeywords

Date (PD>=1988-12-31 AND PD<1991-01-01)

Delphion- 4

1. (Hewlett-Packard <in> PA) AND (printer NOT scanner)
<in> TI

2. (Canon <in> PA) AND (image <in> TI) AND (PD>1988-
12-31 AND PD<1991-01-01)

3. (coffee <near> filter) <in> description

• (printer <in> title) and ((H01L29, H01L31) <in> IC)

• ((taiwan <in> (assignee, inventor)) and (pd>=2001-01-01
and pd<=2001-12-31))
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WIPS專利資料庫

http://www.wipsglobal.com

WIPS- 1

• KEY: Frontpage+ First claim
• TI: Title
• AB: Abstract
• CLA: Claims
• AP: Assignee （Applicants）
• INV: Inventor
• IPC: Any IPC Code
• UC: US Class- original or

current
• PN: Publication Number
• PD: Published Date
• AD: Filed Date

• CL: First claim
• DSC: Description
• PRC: Priority country
• APC: Applicant country
• APS: Standardized

applicant’s name
• INVC: Inventor country
• RPN: US reference patent

number
• UCC: UPC of current
• UCO: UPC of original
• IPCM: IPC main

WIPS- 2

• Boolean Operators
– AND, &; A AND B
– OR, blank space; (A B)
– XOR; A XOR B
– NOT; A NOT B

• Exact words
– ^ ^

• Adjacent Operators
– ADJ; A ADJ B; A

ADJ[n=1~99] B
– NEAR; A NEAR B; A

NEARJ[n] B; A
NEAR3 B

• Others:
– *; multi-; F16H*
– ?; single-; car??

WIPS- 3

(Siemens or Hyundai).ap.

基本關鍵字所組成字串。
前後以刮號（）包圍

字串所在欄位。
前後以..包圍

@ad>=19860301<=19931010

Keyword

Date

日期與前後所組成字串。
前面以符號＠為起始

每
一
單
元
間
以

AND
OR

NOT
…
連
接

WIPS- 4

1. (car or auto*) and (Siemens or Hyundai).ap. and navigation.ab.
and @ad>=19860301<=19931010

2. jp.prc. and (cellular or mobile) and hinge and (rotary or
rotation).cl.

3. (semiconductor or semi-conductor or (integrate* adj circuit*)) and
chip and @AD<=19971029

4. ((speech or voice) and (recognition or verification or identification
or synthesis).ab. and (G10L or G06F).ipcm.

5. (carbon adj nanotube).TI,AB,CLA.

檢索方式- 檢索策略

基本
關鍵字

2. 上位用語
擴充 1. 同義字擴充

3. 公司名稱
合併

4. 時間與
分類號限縮

技術專家意見專利工程師意見

IT工程師意見 專利檢索人員
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專利說明書首頁（美國） 檢索方式- 公司名稱合併

• 辭典與百科全書：
– http://www.answers.com/
– http://www.wikipedia.org
– http://www.websters-online-dictionary.org/
– http://www.acronymfinder.com/

• 同義字工具：
– http://www.synonym.com/
– http://patentmaps.com/3i/3i-conceptEngine-

f.htm （Concept Engine）

檢索方式- 同義字與上位用語

何謂專利戰略地圖？

何謂專利戰略地圖？

• 所謂的專利戰略地圖
（Patent Map）即是
專利資訊（Patent
Information）消化、
整理與加值化後的一
種圖表化呈現格式。

• 專利的重要性？

• 為何稱為地圖 ？

專利地圖的組成-趨勢圖與分佈圖

• 趨勢圖（時間相關）與分佈圖
– 說明：利用專利說明書的書目欄位進行統計分析，
不涉及細部的技術閱讀，可獲取宏觀的專利資訊

– 國家（哪一個國家的公司申請，在哪一個國家佈
局）；公司（隸屬於哪一個集團，利用哪一個子公
司佈局）；發明人（發明人的背景、研發密度與曾
經在哪些公司工作過）

– 時間關係：申請日、早期公開日、核准日、繳交年
費之時間、專利到期日。

– 技術分類：IPC、UPC、FI等

• 需與企業整體財務資訊合併運用
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趨勢圖與引證圖範例 專利地圖的組成-技術功效矩陣圖

• 技術功效矩陣圖
– 說明：逐一閱讀每一篇專利說明書後，將閱讀心得製
作專利摘要表，其中內容需包括每一專利所使用之
「技術」與所欲達到的「功效目的」。將所有專利之
技術與功效製作成二維與三維矩陣，即是技術功效矩
陣圖，該圖可用於技術迴避設計參考與技術密度的瞭
解。

– 技術關係：藉由產業鏈的瞭解，製作技術分類魚骨圖
與技術展開

– 功效關係：藉由功能目的的瞭解，製作功效分類魚骨
圖與功能展開

• 需與企業所處產業鏈與產品營收結構整合運用

技術功效矩陣圖範例
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Source: MRAM專利佈局,鄭凱安,2004.

專利地圖的組成-權利範圍圖

• 權利範圍圖
– 說明：逐一閱讀與剖析每一專利說明書之專
利申請範圍（Claims）後，將專利申請範圍所
保護的範圍解剖成許多單一元素
（element）。之後建立獨立項與附屬項之關
係，與每一獨立項或附屬項所包含的元素組
成建構成一矩陣關係圖。

– 一般而言，權利範圍矩陣圖僅針對特殊專利
（例如侵權訴訟階段）或是競爭公司的關鍵
專利進行，並且需要專利代理人的協助。

• 侵權訴訟與異議舉發整合運用

關鍵專利 US5,640,343

提高密度
降低電流/耗能

功效

專利圖示

本發明提出一MRAM結構，包含MRAM記憶胞
陣列，每一記憶胞包含以自由層、絕緣層與釘扎
層構成之磁性穿隧接面MTJ，以及與MTJ串聯之
二極體。量測電流垂直流經穿隧接面與二極體，
可提高記憶體密度，而絕緣層的厚度則提供對通
過穿隧接面電流的控制。穿隧接面具有高電阻，
可降低量測磁電阻所需的電流，降低耗能。

技術描述

Magnetic memory array using magnetic tunnel
junction devices in the memory cells

專利名稱

US5,640,343專利號碼

Obj.1 (claim 1) :
一非揮發性記憶陣列

Obj.2 (claim 10) :
一個磁性記憶陣列

（memory array）

Obj.3 (claim 13) :
一個磁性記憶單元

（memory cell）

權利請求項： 13

獨立請求項： 3

附屬請求項：10

資料來源：MRAM專利佈局,鄭凱安,2004.

Claim1: 一個非揮發性記
憶陣列，至少包括：
（A1）基板
（A2）第一導線
（A3）第二導線（與第
一導線垂直，並有交叉
區）
（A4）記憶單元（位於
交叉區中，並包含一二極
體與一MTJ）

Claim2:MTJ單元，至少
包括：
（B1） 釘扎層與反鐵磁
性層（功能為）
（B2）自由層（特徵描
述與功能為）
（B3）絕緣穿透層（位
於釘扎層與自由層間）

Claim3:
（B4）釘扎層與反鐵磁
性層形成部分第二導線

Claim4:MTJ單元，至少
包括：
（B1）第一鐵磁性層
（B2）第二鐵磁性層
（頑性比第一鐵磁性層
高）
（B3）絕緣穿透層（位
於釘扎層與自由層間）

Claim5:
（B4）釘扎層與反鐵磁
性層形成部分第二導線

Claim6:
（A5）一絕緣材料（功
能：用於隔絕第一導線與
第二導線）

Claim7:
（A6）第一寫入電路
（A7）第二寫入電路
（經由電流的通過產生磁
場，並驅動MTJ單元）

Claim8: 寫入模式
（A8）加反向偏壓於二
極體上（功能為）

Claim9: 讀取模式
（A9）外加電壓大於二
極體起始值（感應到穿隧
電流）

Claim13: 內容包括二極體上方導線的描述
（B5）第一導線（與二極體連接）
（B6）第二導線

10 13

11

12

1

2

3

4

5

6 7

98

(i)

(ii) (iii)

關鍵專利 US5,640,343

資料來源：MRAM專利佈局,鄭凱安,2004.
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關鍵專利 US5,640,343

資料來源：MRAM專利佈局,鄭凱安,2004.

專利戰略地圖說明

• 專利戰略地圖需與企業整體營運策略結合，方
能展現其價值，考量面向包括：
– 整體外在環境之PEST分析
– 產品的生命週期（PLC）處於哪一階段
– 該產業之產業鏈（industry chain）
– 主力產品的BCG矩陣定位為何
– 企業價值受到哪五力（Porter five force）的左右
– 企業價值鏈（value chain）環節為何
– 所處產業的智權佈局（IP portfolio）為何
– 企業本身的SWOT分析與策略規劃

專利戰略地圖的應用

瞭解與監控技術未來走向

進行技術生命週期監控

技
術
生
命
週
期
曲
線

萌芽期 起步期 成長期 成熟期 衰退期

CaCO3

MRAM

AFM

CosmeticsBio Motor

Nanotube

QD TiO2

瞭解各國產業 發展趨勢

Source: 微陣列生物晶片技術地圖, 2005.
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尋找潛在侵權公司與授權對象 進行迴避設計與專利佈局
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Source: MRAM專利佈局,鄭凱安,2004.

剖析企業競合關係與市場佈局
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Source: MRAM專利佈局,鄭凱安,2004.

監控領導廠商專利與產品布局

Source: 微陣列生物晶片技術地圖, 2005.


